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明石创新技术集团股份有限公司  

关于公司联合实验室合作方在 Nature 上发布科研成

果的公告 
 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。 

 

一、基本情况 

2019 年 12 月，明石创新技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）旗下

全资子公司明石致远（天津）先进技术研究院有限公司（曾用名为“山东明石致

远先进技术研究院有限公司”）与天津大学天津纳米颗粒与纳米系统国际研究中

心签约共建天津大学·明石致远石墨烯（纳米）材料联合实验室，该联合实验室

日前在半导体石墨烯领域取得了显著进展，攻克了长期以来阻碍石墨烯电子学发

展的关键技术难题，成功制备出高迁移率半导体外延石墨烯，实现从“0”到“1”

的突破。相关研究成果《碳化硅上生长的超高迁移率半导体外延石墨烯》

（ Ultrahigh-mobility semiconducting epitaxial graphene on silicon 

carbide）于 2024年 1月 3日由天津纳米颗粒与纳米系统国际研究中心在《自然》

（Nature）杂志网站上在线发布。 

根据天津大学天津纳米颗粒与纳米系统国际研究中心相关报道，该项研究实

现了三方面技术革新，首先，采用创新的准平衡退火方法，该方法制备的超大单

层单晶畴半导体外延石墨烯（SEG），具有生长面积大、均匀性高，工艺流程简单、

成本低廉等优势，弥补了传统生产工艺的不足；第二，该方法制备的半导体石墨

烯，拥有约 600 meV 带隙以及高达 5500cm2V-1s-1的室温霍尔迁移率，优于目前所

有二维晶体至少一个数量级；最后，以该半导体外延石墨烯制备的场效应晶体管

开关比高达 104，基本满足了现在的工业化应用需求。该种半导体石墨烯为高性
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能电子器件带来了全新的材料选择，不仅为超越传统硅基技术的高性能电子器件

开辟了新道路，还为整个半导体行业注入了新动力。 

二、对公司的影响  

目前，该项技术还处于开发阶段，公司并未将其投入到实际应用中，尚未产

生商业价值，现阶段该项技术对公司目前的经营状况并没有产生重大的影响。接

下来公司将继续参与和推进该研究项目的进行，按照项目进度做好知识产权保护

及产业化准备工作。 

该技术体现了公司的持续自主研发能力和创新能力，有利于公司获得和保持

相关领域的竞争优势，提高整体竞争实力。公司将持续推进该项技术的进一步发

展，加速推进成果转化与产业化进程，从而拓宽公司的发展空间，对公司未来持

续经营产生积极影响。 

 

三、备查文件 

《碳化硅上生长的超高迁移率半导体外延石墨烯》。 

特此公告 

 

明石创新技术集团股份有限公司 

董事会 

2024 年 1 月 10 日 


